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摘要摘要摘要摘要    

在現今矽除錯之流程中，晶片的錯誤分析是相當重要的一個環節。錯誤分

析結果的優劣，取決於當晶片運行時，所能得到的訊號數量：若所得到的數量

越多，則找出錯誤發生位置的成功率越高。在現行錯誤分析的技術中，聚焦離

子束的技術被廣泛使用，因其（1）可直接觀察訊號值、以及（2）可直接對晶

片進行修改的特性，使得錯誤分析的效率得到大幅度的改善。然而，隨著製程

的演進，金屬線的間距與寬度皆變小、金屬層的密度提高，導致我們難以對任

意的訊號進行觀察或修改的操作，進而使得錯誤分析的難度提昇。為了解決這

個問題，在此篇論文中，我們藉由預先修改繞線，以提高（1）觀察率以及（2）

修改率。實驗數據的結果顯示，經由我們的方法修改過的設計，可提高平均約

50％的觀察率，修改率亦是原先的兩倍以上。 
















































































